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Abstract 



The lumps of the target material are brought into a target mold and heated by a heating head 
above the liquidus temp. The graphite or coated Cu heating head is moved over the extent of the 
target material, which melts and solidifies in a 1 -piece target. In recycling of spent, erosion 
grooves-contg. targets, the grooves are filled with a solid or premelted filling material, and the 
targets with filled grooves are melted and solidified. 
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@ Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen und Recyclen von Sputtertargets 

(§) Bei einem Verfahren zur schmelztechnischen Hersteflung 
von metalltschen Sputtertargets ist vorgesehen, das einzu- 
schmelzende Targetmaterial (5, 20) in festem Zustand 
stuckig in die Targetform (4, 6a, 6b) einzubringen und mltteis 
eines uber die Liquidustamperatur erwarmbaren Haizlcop- 
fes (8) autzuschmalzen. Der Heizkopf (8) wird uber die 
Ausdehnung des Sputtertargets mltteis einar Varfahrvor- 
richtung bewegt wodurch das umzuschmeizende Targetma- 
terial (5, 20) sukzessive in einer urn den Heizkopf (8) sich 
ausbiidenden Schmelzzone verflussigt und anschlie&end zu 
einem einstuckigen Sputtertarget erstarrt. Zum Recyclen 
von Erosionsgraben (7a. 7b) aufwelsenden« gebrauchten 
Sputtertargets werden die Erosionsgraben (7d, 7b) mrt 
Auffullmaterial (20) im festen bzw. im vorgeschmolzenen 
Zustand zunichst aufgefulit Beim Durchfahren des erwarm- 
" ten Heizkopf es (8) durch das mit Auffullmaterial (20) aufge- 
f fuilten Target wird dieses mit dem nicht verbrauchten 
* Targetmaterial (5) im Bereich der Schmelzzone (24) aufge- 
schmoizen, um anschlleBend in der der Schmelzzone (24) 
folgenden Erstarrungszone (25) zu einem einstuckigen recy- 
cetten Sputtertarget zu arstarren. 
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Beschreibung nigungsarbeiten nachteilig zumindest tellweise wieder 

zunichtegemacht 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur schmelztech- Weiterhin ist aus der DE 195 37 765£ ein Herstel- 
nischen Heretellung von metallischen Sputtertai^ets lungsverfahren bekannt, bei welchem die Targets durch 
und em Verfaliren zum Recyden von abgesputterten s gerichtetes Erstarren mittels eines Kflhlmediums herge- 
Sputtertargets sowie erne Vorrichtung zur Durchfflh- steUt werdea Hier besteht der NachteU darin, daB zu- 
rungdieser Verfahren. nachst das unter Umstanden sehr lange Target schmelz- 

Sputtertargets werden zur KathodenzerstSubung nflssiggemachtwerdenmuB.eheesgerichtetabgekQhlt 
^pu^m) und zum Bedampfen von Gegenstanden in werden kann. Dies erfordert nachteilig entsprechend 
Zereaubungsanlagen euigesetzt Mittels des Sputter- lo groBflachige Heizeinrichtungen und fOhrt zu uner- 
verfahrens und des Bedampfens konnen dOnne Schich- wiinscht langen Aufheiz- bzw. Abkuhlzeiten. Ein Recy- 
ten auf Substraten erzeugt werden. die fiir unterschiedU- cling ist auch bei diesem Verfahren nicht direkt mSgUdL 
Che fimktionale Anwendungen. z. B. in der Elektronik. Ein zuvor gebondetes Target mufi zur Rudcgewinnung 
und als magneusierbare Schicht in der Datenteduiik des Targetmaterials abgebondet und gereinigt werde^ 
Oder zu Korrosions- und VerschleiBschutzschichten bis is ehees wieder eingesdunolzen werden kann. Bei solchen 
zu optBchen Schichten fOr dekorative und wirmetech- Targets, die direkt auf eine Kupfer-KQMplatte aufee- 
nischeZweckereichea • gossen wuitien. ist ein Abschmelzen des Tlrgetmatlri- 

B«m SputterprozeB wird zwischen dem als Kathode als zwingend. Hierbei gehen jedoch nachteilig groflere 
geschdteten Target und aner Gegenelektrode eine Kupfermengen in die SchmelzlSsung. wodurch das der- 
GasMitladung gezflndet und aufrecht erhalten, durch 20 artig hergesteUte Targetmaterial verunreinigt und dem 
welche lonen auf dem Target aufpraUen und Teilchen wiederholten Recyclingkreislauf zu entziehen ist 
von atomarer GroBe herausschlagen, welche sich auf Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein m6g- 
den zu beschichtenden SubstratflSchen. die im Bereich lichst einfaches, produktives und zugleich kostengflnsti- 
der Gegenelektrode angeordnet sind. niederschlagen. ges HersteUungs- und ReQrclingverfahren fOr a^ Me- 
Entsprechend den gewunschten Gasentladungskenn- js taUen oder Legierungen hergestellte Sputtertargets an- 
groBen werden vorwiegend merte Gase, insbesondere zugeben, welche eme Uquidustempeiatur untCT 5WC 
Argon Oder Hehum verwendet Darflber hinaus konnen aufweisen. Weiterhin sollte das Problem geldst werdea 
auch re^uve Gase. wie z. B. Sauerstof^ Azetyien oder eine Vorrichtung zur DurchfQhrung des HereteUungs- 
Stickstoff,zumReaktivgassputtemeingeset2twerden. undRecycBngverfahrensbereitzustellen. 

Sowohl beim Inertgassputtem als audi beim Reaktiv- 30 Bei dem erfindungsgemaBen Herstellungsverfahren 
gassputternstelltdasSputtertargetdaszuverbraudien- ist vorgesehen, das zu einem einstuckigen Forrnkfirper 
de Matenalreservon- dar, aus dem (£e zu biklende zuschmdzendeTargetmaterialzunachstmehrstQckigin 
Schicht bei Inertgassputtan aussdiUeBIfch und beim Form von Stangen, StQcken oder GrieB in eine Schmelz- 
ReaktivgMsputtem m Fram ernes Reaktwnsproduktes form einzubringen, welche die Form des Targets bUdet 
nut dem Reaktionsgas auf dem Substrat abzuschdden 35 Statt stQckigem Targetmaterial kann dieses auch im ge- 
. _ schmolzenenZustand,nach Verflussigung in einem vor- 

Derardge Sputtertargets werden flbKcherweise zugsweise separaten Schmelztiegel, in de Schmelzform 
schmelztechnisch hergesteUt und einer umformenden eingebracht werden. Die Schmelzform selbst besteht 
bzw. spanenden Nachbearbeitung unterzogen. Dabei aus einer von einem umlaufenden Rahmen umgebenen 
werden die emstuckig hergesteUten Targets durch Ab- 40 Targetruckplatte, in welche die gewOnschte Menge an 
gieBen emer Metall- bzw. Legieningsschmelze in eine Targetlegierung eingefiillt wird AnscUieBend wird dn 
erwarmte TargetgieBform abgegossen. Die GieBform erwarmbarer Heizkopf, der sUAl vorzugsweise fiber die 
nut der emgebrachten Schmelze wird anschUeBend nach Targetbreite mtreckt, auf dne Temperatur oberhalb 
emem vorgegebenen Temperaturprofil auf Raumtem- der Schmelztemperatur des Targetmaterials erhitzt in 
peratur abgekiihlt 45 das Targetmaterial eingetaudit und langsam durch das 

BeiememandereamderTechnikbekanntenHerstel- Targetmataial bewegt Hierdurch schmilzt das den 
lungsverfahren werden zunacfast Brammen aus dem Heizkopf unmittelbar umgebende Targetmaterial so- 
Targetmatenal m Kofanen gegossea AnscUieBend wohl vor und eventuell unter dem Heizkopf entspre- 
woden <bese Brammen auf endmaSnahe Dicken ge- chend der gewahlten Temperatur und Heizleistune auf. 
walr^ gefrist und auf die Targetrttdcplatte gebondet 50 wahrend der Korper langsam durch das Target bewegt 
Em Nachteil dieses Verfahrens besteht in dem Anfallen wird. Je nach den gewahlten, den Temperaturzu- bzw 
hoher Kosten fur die Walzbehandlung und die mechani- -abfluB beeinflussenden, Bedingungen steUt sich ein be- 
sche Nachbearbeitung. grenzter schmelzflQssiger Bereidi hinter dem beheizten 

Eme weitere MogHchkeit steUt das Stranggiefien in Schmelzkopf ein. wdcher kontinuierlich sukzessive 
enteprechendcendfominaheRechteckquerschnitteauf- 55 aber den gesamten emzuschmelzenden Targetberdch 
weisende, endlose Strange dar. Nachteilig bei diesem gefahrenwird. 

Verfahren sind die erheblichen Investitionskosten, die Zum Re<ycling abgesputterter Targets wird vorge- 
zur Ersteflung emer StrangguBanlage anfallea sdilagen, den durch den SputterprozeB in der Target- 

Die nach den vorgenannten Verfahren hea-gestellten oberflSche entstandenen Erosionsgraben zunachst mit 
Sputtertargete werden m den flblfchenZerstaubungsan- eo artgleichem Targetmaterial aufzufuUen und anschlie- 
lagen je na<A Spntterkaftode zu 20-40% ihres ur- Bend, wie bd dem zuvor beschriebenen HersteUungs- 
sprflnghchen Gewichte aufgebraucht Ein Recycling die- verfahren. mittels eines lokalen Aufschmelzvorganges 
ser abgesputterten Targets kann bisher nur durch Ab- zu einem homogenen, einstuckigen Target aufzuschmel- 
bonden der Targets von der Targetruckplatte mit an- zen. Der Erosionsgraben kann sowohl mit stQckigem 
schLeBendem mechamschen oder naBchemischen Reini- es Material und/oder mit schmelzflflssigem Targetmaterial 
gen der Bondseite von Lotruckstanden sowie emeutem aufgefullt werden. In Versuchen hat sich gezeigt daB 
Einschmelzen des Targetmaterials erfolgen. Die er- auch beim Auffullen mit flOssigem Targetmaterial aflein 
reichte Einsparung an Rohstoff en wird durdi diese Rd- zunachst nur eine sehr ungieichmaBig strukturierte Tar- 
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getoberfiache erzieibar ist Erst der nachfolgende erfin- gcstellten Vorrichtung. 

dungsgemaB vorgesehene SchmelzprozeB bedingt vor- Eine bevorzugte Ausfuhrungsform der erfmdungsge- 

teilhaft eine glatte und nahezu ebene Targetoberflache. maBen Vorrichtung zur Hersteilung bzw. Recycling von 

Die nach diesem Hersteliungs- bzw. Recyclingverfahren abgesputterten Targets ist in den Rg. 3 und 4 darge- 

herstellbaren Sputtertargets bestehen aus Materialien 5 stellt Die Vorrichtung 1 besteht aus einer Targetauf- 

wie z. B. Indium, Zinn, Blei, Wismut oder Zink bzw. aus nahme, die aus einer Targetriickplatte 4 sowie einem die 

deren Legieningen, welche Uquidustemperaturen Tl Targetrfickplatte 4 umgebenden» umlaufenden Rahmen 

von unter 500*C aufweisen. Die bisher nach dem erfin- 6a, 6b besteht Die Targetriickplatte 4 und der Rahmen 

dungsgemaBen Verf ahren hergestellten bzw. recycelten 6a, 6b lagem auf einer von Stutzen 2a, 2b, 2d getragenen 

Targets wcisen Langen von bis zu 4 m mit einem Un- 10 Gestelhmterlage 2c. Innerhalb der von dem Rahmen 6a, 

gen- zu Breitenverhaltnis L/B von mindestens 6b eingeschlossenen Schmelzwanne ist ein Heizkopf S 

L=5/B«l bei einer Targetfliche von mindestens (siehe Fig. 3, 4 und 5) angcordnet, welcher an einer 

1000 cm^auf. Sdiwenkvorrichtung 12, 13 mittels Halteelementen 10 

Die zur Durchfuhrung der vorgenannten Verfahren befestigt ist Ehirch Verschwenken des Schwenkarms 13 

vorgesehene Vorrichtung besteht aus einer Targethal- 15 um die Schwenkachse 12 gemSB den in Fig. 4 dargestell- 

terung mit Rahmen sowie einem auf einem fahrbaren ten Richtungspfeilen S ist der Heizkopf 8 entsprechend 

Wagen bef estigten geheizten Block, der fiber einen Mo- der gewunschten Eintauchtiefe in das zu schmeizende 

torantrieb durch das auf zuschmelzende Targetmaterial Gut 5, 20, 24, 25 eintauchbar. Der Heizkopf 8 ist mit dem 

angetricben wird Der z. B. mittels elektrischer Heizpa- auf einem auf der Gestellunteriage 2c fahrbaren Fahr- 

tronen auf cine Temperatur Tm oberhalb der Liquidus- 20 gestell 14a, 14b, 16a, 16b entlang der Langsrichtung, wie 

temperatur Tl erwarmbare Block (Heizkopf) besteht durdi den Richtungspfeil R in Fig. 4 angegeben, fiber 

erfindungsgemaB aus einem Material welches in der dengesamtenTargetbereichverfahrbar.Dieauf Rldem 

Schmelze kerne bzw. nur eine geringe Loslichkeit auf- 14a, 14b geiagerte Heizvonichtung wird seitfich mittels 

weist Hierzu weist der aus Kupfer oder aus Graphit an der Gestellunteriage 2c befestigten RadfiUirungen 

bestehende Heizkopf emen z. B. aus einer Eisen-, Nik- 25 tSa, 18b in seiner Fahrtrichtung stabilisiert 

keK Chrom- oder Stahllegierung bestehenden Oberzug Der Vortrieb des Schmelzkopf es 8 erfolgt mittels ei- 

auf. nes in den Zeichnungen oicht dargestellten Motoran- 

HinsichtUch der Vorrichtung hat sich ais besonders triebes, der iiber emen an dem Fahrgestell befestigten 

vorteilhaft herausgestellt, den das Sputtertarget be- Seilzug, das FahrgesteD 14a, 14b; 16a, 16b; 12 in die 

grenzenden Rahmen jeweils ca. 5-50 cm uber die ge- 30 Vorzugsrichtung R durch das Schmelzgut zieht (siehe 

wunschte Targetlange ragen zu lassen. Hierdurch kann Fig. 4 und 5). Die Vortriebgeschwindigkeit betragt da- 

der Heizkopf in das Targetmaterial eingesetzt werden, bei ca. 2-4 cm/mia Der Schmelzkopf 8 wird dabei mit- 

ohne im nutzbaren Targetbereich Verunreinigungen zu tels eines Kraftreglers mit konstanter Zugkraft durch 

hinterlassen. Weiterhin wird hierdurch vorteilhaft der das zu schmeizende Gut 5, 20, 24, 25 bewegt 

am SdunelzprozeflabschluB entstehende Schrumpflun- 35 Der in das Schmelzgut 24, 25 eintauchende Schmelz- 

ker auBerhalb des zur Verwendung vorgesehenen Tar- kopf 8 ist z. B. aus Eisen oder Oirom gefertigt bzw. 

getbereichs gelegt In Versuchen hat sich hierzu erge- besteht aus gepreBtem Graphit, welches keme Ldslich- 

ben, daB es vorteilhaft ist den Schmelzkopf jeweils nur keit in der SchmeLee 24, 25 aufweist Auch kann der 

m einer Bewegungsrichtung durch den Targetbereich Sdmielzkopf 8 aus emem Kupferkem gefertigt sein, der 

zu fuhren. Piierdurch werden mogliche Verunremigun- 40 durdi entsprechende Besdiichtungmit z. B. einer Eisen- 

gen, welche sich z. B. als Schlacke vor dem Schmelzkopf oder Chromschicht in dem Schmelzgut 5, 20, 24, 25 eine 

ansammehi \md der Schmelzkopfbewegung wahrend nur geringe oder keine Loslichkeit erhalt 

dessen Vortrieb folgen, jeweils in einem einzigen, auBer- Der Schmelzkopf 8 wird mittels in den Zeichnungen 

halb des zur Verwendung vorgesehenen Targetbereichs nicht dargestellter, mit elektrischem Strom heizbarer 

angesammelt Weiterhm hat sich in Versuchen ergeben, 45 Heizpatronen auf eine Temperatur Tm von 
dal beim Dm-chfahren des Targetmaterials mit dem 

Schmelzkopf in eine einzige Richtung sich in dem Tar- Tl + SO^'C < Tm < Tl + 300* C 
get eine homogene, gleichmaBige und eine einheitliche 

Erstamingsrichtung aufweisende Gefiigestruktur fiber eingesteiit, wobei Tl die Liquidustemperatur des 

die gesamte Targetfiache ausbildet Eine derartige Ge- 50 Schmelzgutes ist 

f ugestruktur mrd dagegen nicht bei den herkdmmlich 2um Recycling eines abgesputterten, in den Fig. 1 und 

produzierten Sputtertargets erzielt 2 dargestellten Targets 5 wird das Target 5 mit der z. B, 

Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung erge- angebondeten Targetruckpiatte 4 auf die Gesteilunter- 

ben sich aus den Unteransprfichea lage 2c positioniert AnschlieBend wird artgleichesi, 

Die Erfindung wird an Hand eines besonders vorteil- 55 mehrstfickiges Auffulhnaterial 20 bzw. artgleiches, ge- 

haften, m den Zeichnungen dargestellten Ausfuhrungs- schmolzenes Auffulhnaterial in die ErosionsgrSben 7a, 

beispiels im einzeben naher erEutert Es zeigen: 7b eingebracht Der Schmelzkopf 8 wird danach in das 

Fig. 1 einen Querschnitt durch ein abgesputtertes Schmelzgut 5, 20 (siehe Hg. 4) eingetaucht und unidirek- 

Target mit durch festes, stuckiges Targetmaterial aufge- tional durch das Targetmaterial bewegt, welches zu ei- 

fulltenSputtererosionsgraben, 60 nem homogenen, emstuckigen Sputtertarget ver- 

Flg. 2 einen Querschnitt durch ein abgesputtertes schmilzt Der hinter dem Schmelzkopf (8) ausgebildete 

Target mit durch erstarrte Schmelze aufgefuUten Ero- Erstarrungsbereich weist eine Ausdehnung von ca. 

sionsgraben, 20 cm— 80 cm auf (siehe Fig. 5). Sowohl bei Verwen- 

Fig. 3 einen Querschnitt entlang der in Fig. 4 einge- dung von stuckigem Fullgut 20 wie auch unter Einsatz 

zeichneten Scfanittlinie A-A', 65 von schmelzflussigem Aiifullmaterial 20 ergab sich ein 

Fig. 4 eme Seitenansicht emer Vorrichtung zum Her- eine lunker- und porenfreie Oberflache aufweisendes 

stellen bzw. Recycling von Sputtertargets und Target mit sehr geringer Unebenheit, so daB vorteilhaft 

Fig. 5 einen vergrdBerten Ausschnitt der in Fig. 4 dar- keme aufwendigen Nacharbeiten erforderlich sind 
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Das nachfolgende Beispiel soil die erfindungsgem^e 
Herstellung eines recycelten Targets aus Zinn beschrei- 
ben. Die be! 23nn-Targets mit Abmessungen von 230 x 
3500 X 16 mm durchgefiihrten Versuchen erfolgten un- 
ter den nachstehend angegebenen Bedingungen. Der 5 
Schmelzkopf 8 bestand aus einem beheizten Graphit- 
korper oder aus mit Chrom beschichtetem Kupfer. Die- 
se Beschichtung erwies sich als erforderlich, um ein An- 
losen des Kupfers durch die Zinn-Schmelze zu unterbin- 
den. Die Abmessungen des Schmelzkopfes 8 betrugen 10 
228 X 50 X 700 moL Zur Erwtrmung des Heizkopfes 
wurde eine Widerstandspatrone als elektrische Heizung 
mit einer Heizleistung von 9 kW verwendet Die Rege- 
lung der Heizelemente erfolgte im Bereich 
280*C~550^C Die Targetruckplatte 4 bestand aus ei- 15 
ner 6 mm dicken Kupferplatte. Der Vorschub des 
Schmelzkopfes 8 erfolgte mit einer Zugkraft von 
10-200 N. 

Weiterhin wurde das Verfahren an kleineren Ver- 
suchsstiicken der Abmessungen 100 x 1000 x 10 mm. 20 
welche aus Indium, Wismut, Blei, Zink oder einer Indi- 
um-Zinn-Legiening bestanden, erfolgreich erprobt Die 
gewahlten Temperaturen des Heizkopfes 8 lagen ca. 
50*C— 300**C uber dem Scfamelzpunkt des verwendeten 
Targetmaterials. 25 

Altemativ zu einer elektrischen Beheizung des 
Schmelzkopfes 8 ist auch eine Erwarmung mittels eines 
Brenners moglich. In diesem Fall sind MaBnahmen vor- 
zusehen, daB die austretenden, stromenden Verbren- 
nimgsgase nicht zu einer sehr unruhigen und damit zu 30 
einer im Ergebnis unebenen Schmelz- bzw. Sputtertar- 
getoberilache fOhren. 
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1 Vorrichtung 
2a.2b,2c,2dGesteU 

4 TargetrQckplatte, Grundplatte 

5 Target (verbraucht) 
6a, 6b Rahmen 
7a, 7b Erosionsgraben 
8 Heizkopf 
lOHalteelement 
12Schwenkacli5e 
13Schwenkarm 
14a,14bRad 
16a,16bRadachse 
18a,18bRadfQhrung 
20Auffailmateria] 
22 geschmolzenes Targetmaterial 
24Schmelzzone 

25 Erstarrungszone 

26 erstarrtes, umgeschmolzenes Targetmaterial 

R Zugrichtung, Umschmeboichtung Schwenkrichtung 
ZErstammgsgrenze 55 

Patentansprdche 

1. Sputtertarget, hergestellt aus unter Luftatmo- 
sph^e schmelzbaren Metallen oder Metallegierun- eo 
gen, welche eine Liquidustemperatur Tl unter 
500** C aufweisen, gekennzeichnet dadurch, daB 
ein auf eine Temperatur Tm oberhalb Tl erwarm- 
ter Heizkopf (8) in das vorzugsweise zimSchst im 
festen Zustand vorliegende Targetmaterial (5, 20) 55 
abgesenkt wird, wodurch dieses in der Nahe des 
Heizkopfes (8) aufgeschmolzen wird, und daB der 
Heizkopf (8) anschlieBend sukz ssive durch das zu 



schmelzende Targetmaterial (5, 20) gefuhrt wird, 
wobei die sich hinter dem Heizkopf (8) ausbildende 
Erstarrungszone (25) das ein- bzw. umzuschmel- 
zende Targetmaterial (5, 20) sukzessive uber den 
gesamten Targetbereich durchlauft 

2. Sputtertarget nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Targ t ein lingen-Br itenver- 
haitnis L/B von mindestens L«5/B= 1 aufweist 

3. Nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das zu verwendende Targetmaterial 
(5, 20) aus einem Metall der Serie Indium. Zinn. Blei, 
Wismut, Zink oder aus einer Elemente aus der Serie 
Indium, Zinn, Blei, Wismut, Zmk aufweisenden Le- 
gierungbesteht 

4. Sputtertarget nach mindestens einem der An- 
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
mit der Targetmaterialschmelze (24) in Kontakt be- 
findliche Schmelzkopfteil (8) aus einem Material 
gefertigt ist, welches keine nennenswerte, vorzugs- 
weise keine Loslichkeit im geschmolzenen Target- 
werkstoff (24, 25) aufweist 

5. Sputtertarget nach mindestens einem der An- 
spruche I bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das 
erschmolzene Targetmaterial im erstarrten Zu- 
stand ein emheitlich in erne Vorzugsrichtung ausge- 
richtetes Erstarrungsgefuge aufweist 

6. Verfahren zur schmelztechnischen Herstellung 
eines Sputtertargets nach Anspruch 1, das aus ei- 
nem schmelzbaren Metall oder einer schmelzbaren 
Legierung besteht, die eine Liquidustemperatur Tl 
unter SOO'^C aufweisen, dadurch gekennzeichnet, 
daB das zu einem neuen Target zu schmelzende 
Targetmaterial in stuckiger Form (20) oder als 
Schmelze in eine von einer Targetruckplatte (4) 
und diese randseitig umschlieBenden Rahmen (6a, 
6b) gebildeten GieBform eingebracht wird, und daB 
ein auf euie Temperatur Tm oberhalb der Schmelz- 
temperatur Tl des Targetmaterials erwannter 
Schmelzkopf (8) sukzessive uber den gesamten 
Targetflachenbereich durch das zu schmelzende 
Targetmaterial (5, 20) gefiihrt wird. wodurch das 
Targetmaterial (5, 20) sukzessive aufgeschmolzen 
wird und anschlieBend zu emem homogenen, ein- 
stuckigen Sputtertargetkorper (26) erstarrt 

7. Verfahren zum schmelztechnischen Recycehi 
von abgespmterten Sputtertargets (5), welche aus 
schmelzbarem Metall (20) oder einer schmelzbaren 
Metallegierung bestehen, die eine Liquidustempe- 
ratur Tl von unter 500*C aufweisen, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die abgesputterten Targetberei- 
che zunachst mit vorzugsweise stfickigem Material 
(20) Oder mit geschmolzenem Targetmaterial auf- 
gefuUt werden, und daB anschlieBend ein auf eine 
Temperatur Tm oberhalb der Liquidustemperatur 
Tl erwSrmt er Schmelzkopf (8) sukzessive durch 
das aufzuschmelzende Targetmaterial (5, 20) ge- 
fiihrt wird, wodurch das nicht abgesputterte Tar- 
getmaterial (5, 20) mit dem zugefiihrten Targetma- 
terial (20) uber dem gesamten Targetflachenbe- 
reich verschmolzen wird und anschlieBend zu ei- 
nem homogenen, einstfickigen Sputtertargetkorper 
(26) erstarrt 

8. Vorrichtung zur DurchfQhrung der Verfahren 
nach den Anspruchen 6 und 7, bestehend aus einer 
Schmelzvorrichtung zur schmelztechnischen WSr- 
mebehandlung von Metallen oder Metallegierun- 
gen mit Liquidustemperaturen Tl unterhalb 500** C, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schmelzvorrich- 
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tung einen erwarmbaren Heizkopf (8) aufweist, 
welcher mittels einer Heizvorrichtung auf Terape- 
raturen Tm oberhalb von Tl erwarmbar ist, wobei 
der Heizkopf (8) uber einer die einzuschmelzenden 
Targetmaterialien aufeehmenden Gieflform ver- 5 
f ahrbar angeordnet ist, iind wobei der Heizkopf (8) 
vorzugsweise mittels einer Schwenkvorrichtung 
(10, 12, 13) in das Schmelzgut (5, 20) eintauchbar ist 
und das Schmelzgut (5, 20) durch Verfahren des 
Heizkopfes (8) vorzugsweise in eine Vorzugsrich- 10 
tung in dem Targetmaterial sukzessive fiber die ge- 
samte Targetform aufschmelzbar ist 

9. Vorrichtung nach Ansprudi 8, dadurcfa gekenn- 
zeichnet,daB 

- die TargetrQckplatte (4) zur Aufnahme des 15 
Targets (5) auf einer Gestellunterlage (2c) be- 

festigtist, 

- der Schmelzkopf (8) mittels eines Schiittens 
(14a, 14b; 16a, 16b; 12; 10) auf der GesteUun- 
terlage (2c) fiber eine Vortriebvorrichtung 20 
parallel zur Targeterstreckung verf ahrbar ist, 

- der Vortrieb des Schmelzkopfes (8) mit ei- 
ner vorgewahlten, konstanten Kraft von vor- 
zugsweise 10 N— 200 N erfoigt 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 und/oder 9, da- 25 
durch gekennzeichnet, daB der Schmelzkopf (8) aus 
Graphit oder beschichtetem Kupf er besteht, wobei 
das zur Beschichtung des Kupfers ausgewahlte Ma- 
terial im geschmolzenen Targetmaterial (22, 24) 
nichtldslichist 30 

11. Vorrichtung nach mindestens einem der An- 
spruche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Heizkopf (8) mittels emer elektrisch betriebenen 
Heizvorriditung erwarmbar ist 
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